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Para a longevidade clinica de qualquer restauracao implanto-suportada € requisito fundamental
que seja obtido sucesso nos aspectos mecanicos e estéticos. Visando esses aspectos, o objetivo
deste estudo foi testar a hipdtese que implantes com plataforma switching usados em restauragdes
unitdrias de dentes anteriores poderiam resultar em diferentes padrdes de distribui¢do de tensdo no
complexo pilar-implante e no osso perimplantar, quando comparados com implantes de plataforma
regular em configuragdes de hexdgono externo (HE) ou interno (HI). 4 modelos de elementos
finitos foram criados variando o didmetro do abutment e a geometria da conex@o do implante:
REG-HE e SWT-HE (plataformas regular e switching em implantes de HE, respectivamente); REG-
HI e SWT-HI (plataformas regular e switching em implantes de HI, respectivamente). Andlises
quantitativas e qualitativas baseadas na maxima tensdo principal (cmax) e tensdo equivalente de
von Mises (6vM) foram realizadas no programa Ansys Workbench. Nos componentes protéticos,
o pico de tensao (cvM) foi observado no parafuso de fixagdo. Para os implantes com HI, o pico
de tensdo foi observado no abutment. No osso cortical, implantes com plataforma switching
geraram os menores niveis de tensido (ocmax) tanto nos HE quanto nos HI. Quando o didmetro
do abutment foi reduzido, maiores niveis de tensdo (cvM) foram observados no abutment e no
parafuso de fixag¢do, enquanto menores niveis de tensdo (6vM and omax) foram observados no
osso perimplantar independente do tipo de conexdo do implante (HE ou HI).
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